Электрофизические параметры полупроводникового алмаза
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В современном мире традиционно остро стоит вопрос об увеличении быстродействия электронных устройств, и лишь немногие материалы способны удовлетворять возрастающим потребностям электроники. Одним из таких материалов является полупроводниковый алмаз, который используется для высокомощной и высокочастотной электроники. Однако, для создания подобных устройств необходимы соответствующего уровня современные технологии синтеза, а также прецизионные методы диагностики получаемых образцов.

В ходе работы были исследованы электрофизические параметры монокристаллических образцов алмаза p-типа проводимости, легированного бором. Образцы выращивались компаней ООО «Нью Даймонд Технолоджи» методом температурного градиента (HPHT). Исследуемые образцы были получены выпиливанием пластин толщиной 300 мкм из монокристалла, перпендикулярно кристаллографическому направлению [111]. Выпиленные таким образом образцы имели участки разного оттенка, а материал менял свойства от полуизолятора к полупроводнику [1]. Исследование различий участков многосекторного образца являлось целью данной работы. 

Контроль концентрации в исследованных структурах в данной работе осуществлялся методом спектроскопии адмиттанса. Этот метод позволяет проводить исследования в широком диапазоне частот и температур, а полученные результаты могут дать всю необходимую информацию о распределении концентрации примеси по образцу. Этот метод и ранее использовался для исследования полупроводникового алмаза [2,3].

Для исследований на образцы были напылены платиновые контакты. Одна поверхность пластины полностью покрывалась платиной, создавая омический контакт. С противоположной стороны через маску была нанесена сетка платиновых контактов диаметром 130 мкм. Данный контакт создавал диод Шоттки. 

Из вольт-фарадных характеристик (ВФХ) были получены концентрационные профили основных носителей заряда. В пределах одного образца концентрации могла отличаться почти на два порядка (от 1∙1017 см-3до 2∙1018 см-3 и более). Измеренное по ВФХ напряжение отсечки оказалось неадекватно большим, что связано с большим последовательным сопротивлением электронейтральной части алмаза. 
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